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@ Verpackungseinheit fur Halbleiterchips 

(|?) Eine Verpackungseinheit fur Halbleiterchips (1) ist von 
einer Tragerfolie (6) gebildet, auf der metallische Kontakt- 
schichten (3, 5) ausgebildet sind, mit denen der Halblei- 
terchip (1) kontaktiert ist. Die Tragerfolie (6) dientzur Ver- 
packung der Halbleiterchips (1) und kann in einzelne Bau- 
elemente vereinzelt werden. 




oo 

CM 
CO 



BNSDOCIO: <DE_10041328A1_I_> 



BUNDESDRUCKEREI 01.02 101 710/134/1 



17 



1 



DE 100 41 328 A 1 



9 



Beschreibung 

[0001] Die Erfindung beLrifft eine Verpackungseinheit fur 
Halbleiterchips mit. einer Vielzahl von auf einem flexiblen 
Trager aufgereihten Halbleiterchips. 5 
[0002] Derartige Verpackungseinheiten sind allgemein 
bekannt. Haufig werden Halbleiterwafer vor dem Vereinzeln 
in einzeine Halbleiterchips mil einer Kunststofffoiie iami- 
niert. Nach dem Durchtrennen des Wafers und dem Verein- 
zeln der Halbleiterchips haften die Halbleiterchips an der 10 
Folie und konnen so gemeinsam weiteren Verarbeitungs- 
schrillen, insbesondere Bestuckautoniat zugefuhrt. werden, 
wo sie auf Leiterplatten gesetzt werden, 
[0003] Ein Nachteil der bekannten Verpackungseinheiten 
ist, daB sie nach dem Entfernen der Halbleiterchips wegge- 15 
worfen werden miissen. Dadurch entsteht Abfall, der ent- 
sorgt werden muB. 

[ 0004] Ausgchcnd von dicscm Stand der Tcchnik licgt der 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine okologisch sinnvolle 
Losung fur das Verpackungsproblem zu finden. 20 
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsegmaB dadurch ge- 
16s t, daB an dem flexiblen Trager auch die zur Versorgung 
der Halbleiterchips erforderlichen Leiterbahnzuge ausgebil- 
det sind. 

[0006] Durch die Ausbildung der Leiterbahnziige auf dem 25 
flexiblen Trager wird der flexible Trager selbst ein Element 
des Bauelements, das gleichzeitig zur Verpackung des Halb- 
leiterchips dient. GemaB der Erfindung wird der Halbleiter- 
chip nicht vom flexiblen Trager in einer Bestuckungsma- 
schine abgelost, sondern der flexible Trager wird entspre- 30 
chend der Aufteilung des flexiblen Tragers in Bauelemente 
aufgetrennt und die so gewonnenen Bauelemente auf die 
Leiterplatten gesetzt. 

[0007] Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist der fle- 
xible Trager eine Folie. Dadurch ergeben sich besonders 35 
flache Bauelemente. Denn diese Bauelemente werden neben 
der Folie nur noch vom Halbleiterchip gebildet. 
[0008] Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist der 
Halbleiterchip ein Leuchtdiodenchip, der im Zentrum einer 
auf dem flexiblen Trager ausgebildeten Kavitat angeordnet 40 
ist. Dadurch ergeben sich Lichtquellen geringer Bauhohe, 
die sich insbesondere fur Leiterbahndurchbruche in Mobil- 
fun kg era! en eignen. 

[0009] Weitere zweckmaBige Ausgestaltungen sind Ge- 
genstand der abhangigen Anspriiche. 45 
[0010] Nachfolgend wird die Erfindung im einzeln anhand 
der beigefugien Zeichnung erlautert. Es zeigen: 
[0011] Fig. 1 eine Aufsicht auf eine Leuchtdiode gemaB 
der Erfindung; 

[0012] Fig. 2 eine Querschnittsansicht der Leuchtdiode 50 
aus Fig. 1; 

[0013] Fig. 3 eine Aufsicht auf ein weiteres Ausfuhrungs- 
beispiel einer Leuchtdiode gemaB der Erfindung; 
[0014] Fig. 4 eine Querschnittsansicht der Leuchtdiode 
aus Fig. 3. 55 
[0015] Die in den Fig. 1 und 2 dargestellte Leuchtdiode 
weisl einen Halbleiterchip 1 auf, der eine Photonen emittie- 
rende aktive Schicht 2 aufweist. Mit seiner Unterseite ist der 
Halbleiterchip mit einer ersten Kontaktschicht 3 elektrisch 
lei tend verbunden. Die Oberseite des Halbleiterchips 1 ist 60 
uber einen Bonddraht 4 an eine zweite Kontaktschicht 5 an- 
geschlossen. Die erste Kontaktschicht 3 und die zweite Kon- 
taktschicht 5 sind aus Metallfolien hergestellt, die auf eine 
Tragerfolie 6 auflaminiert sind. 

[0016] Der Halbleiterchip 1 befindet sich im Zentrum ci- 65 
nes ring formi gen Reflektors 7 mit trichterlonnig ausgebil- 
deten Innenseite 8. Dadurch ist der Reflektor 7 in der Lage, 
die vom Flalbleiterchip 1 emittierte Stralilung in Richtung 



einer Abstrahlrichtung 9 zu lenken. Der Innenraum des Re- 
flektor 7 ist mit einer transparenten Fullmasse 10 gefiillt, in 
die optische Konversionsstoffe eingebettet sein konnen. 
[0017] Tn den Fig. 3 unci 4 ist ein abgewandeltes Ausfiih- 
rungsbeispiel der in den Fig. 1 und 2 dargestellte Leuchtdi- 
ode dargestellt. Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel ist der 
Halbleiterchip 1 verkippt an der ersten Kontaktschicht 3 und 
der zweiten Kontaktschicht 5 befestigt. In diesem Fall 
nimmt die aktive Schicht 2 einen rechten Winkel zu der Tra- 
gerfolie 6 ein. Diese Anordnung weist den Vorteil auf, daB 
keine Bonddrahte notig sind, urn den Halbleiterchip 1 an 
den Kontaktschichten zu befestigen. Ein Nachteil ist aller- 
dings, daB eine Seite der aktiven Schicht 2 von der Tragerfo- 
lie 6 abgedeckt ist. Ferner sind die Oberseite und die Unter- 
seite des Halbleiterchips 1 wenigstens teilweise mit Material 
bedeckt, daB zur Befestigung des Halbleiterchips 1 an der 
ersten Kontaktschicht 3 und der zweiten Kontaktschicht 5 
vcrwendct wird. Im Vcrglcich zu dem in den Fig. 1 und 2 
dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist daher bei der Leucht- 
diode gemaB den Fig. 3 und 4 die Lichtausbeute geringer. 
[0018] Als Material fur die Tragerfolie 6 kommen vor al- 
lem temperaturfeste und metallisierbare Kunststofffolien in 
Frage. Beispielsweise kann die Tragerfolie 6 eine aus Ep- 
oxidharz basierende Tragerfolie sein Oder aus Polyimid oder 
einem Polyester, zum Beispiel aus Poly-Ethylen-Naphthalat 
gefertigt sein. Als WerkstofT fur den Reflektor 7 eignen sich 
insbesondere temperaturfeste und optisch reflektierende 
Materialien wie Poly-Phthalamid (PPA), Liquid Cristal 
Polymer (LCP) sowie Poly-Ether-Ether- Keton (PEEK). Da- 
neben kommen auch weitere Thermoplaste in Frage, sofem 
sie nur temperaturfest und optisch reflektierend sind. Derar- 
tige Thermoplaste konnen durch eingebettete Pigmente eine 
sehr hohe Reflektivitat aufweisen. 

[0019] Die Materialien sind so gewahlt, dafi der Reflektor 
7 auf der Tragerfolie 6 haftet. Urn die Festigkeit der Verbin- 
dung zwischen Reflektor 7 und Tragerfolie 6 zu verbessern, 
konnen in der Tragerfolie 6 Ausnehmungen 11 vorgesehen 
sein, in die der Reflektor eingreift, 

[0020] Als Material fur die Fullmasse 10 kann eines der 
iib lichen GieBharze verwendet werden. Als Material fiir die 
Fullmasse 10 kommt beispielsweise Epoxidharz, Silikon 
oder acrylatahnliche Verbindungen in Frage. Als Konversi- 
onsstoffe eignen sich Titan dioxid, Bariumoxid, Zirkonium- 
dioxid sowie Dialuminiumtrioxid. 

[0021] Zur Herstellung der Leuchtdioden wird zunachst 
auf die Tragerfolie 6 eine Metallfolie auflaminiert und an- 
schlieBend mit einer Photolackschicht beschichtet. Die Pho- 
tolackschicht wird belichtet und anschlieBend werden die 
Photolackschicht und die Metallfolie durch ein iibliches 
Atzverfahren strukturiert. Daraufhin werden die Reste der 
Photolackschicht entfemt und die Reflektoren 7 auf die Tra- 
gerfolie 6 aufgespritzt. AnschlieBend erfolgt das Einsetzen 
der Halbleiterchips 1 in den Innenraum der Reflektoren 7. 
Nach dem Bonden der Halbleiterchips 1 wird der Innenraum 
der Reflektoren 7 mit der Fullmasse 7 gefiillt. Die Tragerfo- 
lie 6 wird anschlieBend gefaltet oder aufgerollt, so daB eine 
handhabbare Verpackungseinheit fiir die Leuchtdioden ent- 
steht. 

[0022] Bei den in Fig. 1 bis 4 dargestellten Ausfuhrungs- 
beispielen ist die Tragerfolie 6 bandformig ausgebildet, wo- 
bei die Leuchtdioden auf der Tragerfolie 6 aufgereiht sind. 
Abweichend davon kann die Tragerfolie 6 auch so breit ge- 
wahlt werden, daB mehrere Bahnen von Leuchtdioden ne- 
beneinander Platz finden. 

[0023] AuBcrdcm ist cs moglich, mchrcrc Excmplarc der 
Halbleiterchips 1 innerhalb der Reflektoren 7 anzuordnen 
und so mehrfarbige Leuchtdioden zu erhalten. 
[0024] Ferner ist es moglich, auch die Ruckseite der Tra- 
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gerfolie 6 mit einer Metallisierungsschicht zu versehen, urn 
bei Hochfrequenzanwendungen Storwellen abzuschirmen. 
[0025] Die hier beschriebenen Leuchtdioden zeichnen 
sich durch einen geringen Platzbedarf aus, da keine federn- 
den metallischen AnschluBbeinchen vorgesehen werden 5 
mussen. Denn die flexible Tragerfolie 6 kann ohne Schwie- 
rigkeiten an verschiedene raumliche Gegebenheiten ange- 
paBt werden. Da ferner die Tragerfolie 6 im allgemein diinn 
ausgebildet ist, weisen die Leuchtdioden im allgemein eine 
geringe Hohe auf. Es ergeben sich daher besonders flache 10 
Bauelemente. 

[0026] Ein weiterer Vorteil sind die ahnlichen Ausdeh- 
nungskoeffizienten der fur die Tragerfolie 6 und den Reflek- 
tor 7 verwendeten Mated alien. Dadurch wird die Zuverlas- 
sigkeit der Leuchtdioden bei Teniperaturzyklen sehr hoch. 15 
[0027] SchlieBlich ist. noch von Vorteil, daB die Tragerfo- 
lie 6 zum Verpacken und zum Transport der Leuchtdioden 
vcrwcndct werden kann. Falls die Leuchtdioden fiir cine Ta- 
staturhinterleuchtung eines Mobilfunkgerats verwendet 
werden soil, kann die Tragerfolie an der Montagelinie fiir 20 
die Mobilfunkgerat zerteilt werden und die vorgesehenen 
Gruppen von Leuchtdioden gemeinsam in das Mobilfunkge- 
rat eingesetzt werden. ZweckmaBigerweise sind bei einer 
derartigen Anwendung bereils die zur Ansteuerung der 
Leuchtdiodenchips erforderlichen Schaltkreis auf der Tra- 25 
gerfolie 6 ausgebildet. 

[0028] Die Erfindung wurde hier anhand von Leuchtdi- 
oden erlautert. Es ist jedoch denkbar auch andere Halbleiter- 
chips auf die beschriebene Art und Weise zu verpacken und 
handhabbar zu machen. 30 



bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Kavitat (7) mit 
einer Fullmasse (10) gefultt ist. 

7. Verpackungsmaterial nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Full masse (10) fiir das von den 
Leuchtdiodenchips (1) ausgehende Licht transparent 
ist. 

8. Verpackungseinheit nach Anspruch 6 oder 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB optische Konversionsstoffe 
in der Fullmasse (10) eingebettet sind. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



1 Halbleiterchip 

2 aktive Schicht 

3 Kontaktschicht 

4 Bonddraht 

5 Kontaktschicht 

6 Tragerfolie 

7 Reflektor 

8 Innenseite 

9 Abstrahlrichtung 

10 Fullmasse 



Bezugszeichenliste 



Patent anspruche 45 

1 . Verpackungseinheit fiir Halbleiterchips (1) mit einer 
Vielzahl von auf einem flexiblen Trager (6) aufgereih- 
ten Halbleiterchips (1), dadurch gekennzeichnet, daB 

an dem flexiblen Trager (6) auch die zur Versorgung 50 
der Halbleiterchips (1) erforderlichen Leiterbahnziige 
(3, 5) ausgebildet sind. 

2. Verpackungseinheit nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Halbleiterchips Leuchtdioden- 
chips (1) sind. 55 

3. Verpackungseinheit nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leuchtdiodenchips (1) in einer 
auf dem flexiblen Trager (6) ausgebildeten Kavitat (7) 
angeordnet sind. 

4. Verpackungseinheitseinheit nach Anspruch 3, da- 60 
durch gekennzeichnet, daB die Kavitat als Reflektor (7) 
ausgebildet ist . 

5. Verpackungseinheit nach einem der Anspruche 2 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterbandztige 
(3, 5) auf einer Vordcrscitc und cine ganzflachigc Mc- 65 
taliisierung auf einer Riickseite des flexiblen Tragers 
(6) ausgebildet sind. 

6. Verpackungseinheit nach einem der Anspruche 3 
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